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【はじめに】炭化ケイ素(SiC)はワイドバンドギャップ半導体であり、化学的に安定であるため、

水電解の電極や、卑金属上への耐腐食性導電性コーティング材料などに期待できる。これらの応

用に向けて、低温成長での不純物ドーピングが求められる。これまで我々のグループはビニルシ

ランを原料ガスとして用いた熱化学気相成長法(CVD)による高品質 SiC 薄膜の低温成長化による

金属上の成長[1]やトリエチルリン(TEP)のリン(P)原料を用いた in situ ドーピングによる低抵抗化

[2]を報告してきた。そこで、本研究ではビニルシラン原料と PF3ドーピングガスを用いて、in situ 
P ドーピングにより成長させた SiC 薄膜の電極性能評価を行った。 

【実験方法】SiC 薄膜はビニルシランと PF3ガスを混合し、熱 CVD 法を用いて低抵抗 Si 基板(≦

0.02 Ωcm)と高抵抗 Si 基板(≧1000 Ωcm)上に成長させた。ビニルシランと PF3の流量はそれぞれ、

5 sccm と 3.5-69 sccm である。成長圧力は 12 Pa であり、成長温度は 820 から 910 °C の範囲で行っ

た。SiC 薄膜の評価について、フーリエ変換赤外分光法（FT-IR）、光電子分光法(XPS)、4 探針測

定を用いて行った。サイクリックボルタンメトリー(CV)法では、参照電極は銀・塩化銀電極を用

いて飽和 KCl 水溶液に浸し、対極は白金を用いて 1mol/l の KCl 水溶液を使用した。 

【結果及び考察】FT-IR の結果から全ての試料で Si-C 結合に由来するピークが観測され、そのピ

ーク位置は PF3の流量増加でほとんど変化がなかった。XPS においても、ドーピングの有無で Si2p 

から同様の結果が得られた。そこで、XPS の Si2p、C1s、P2p の結果から P の組成比を算出した結

果を Fig. 1 に示す。PF3流量増加に対して、P 組成増加が観測された。そこで、P が電気的に活性

であるか調べるため、高抵抗 Si 基板上に成長させた SiC 薄膜に対して 4 探針測定を行った。抵抗

率の PF3流量依存性を Fig. 2 に示す。PF3流量の増加に伴い抵抗率が減少していることがわかる。

低抵抗 Si 基板上に成長させた SiC 薄膜を用いて、CV 測定を行った結果を Fig. 3 に示す。比較の

ために低抵抗 Si 基板で行った結果も載せている。全ての試料で負電圧を印加するとある電圧以上

で急激に電流が流れ始めた。SiC 薄膜付きの低抵抗 Si 基板は PF3の流量により、電流の流れ始め

る電圧の値が変化した。さらに、低抵抗 Si 基板だけよりも小さな電圧でも電流が流れることがわ

かった。詳細は当日報告する。 
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Fig. 2 The resistivity in SiC 

thin film as a function of PF3 

flow rate. 
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Fig. 1 P composition in SiC 

thin film as a function of PF3 

flow rate. 
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Fig. 3 Cyclic voltammogram 

in SiC thin film. 
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